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Интерес к оксиду цинка, прямозонному полупроводнику n-типа, обусловлен перспективами его широкого использования для таких приложений как светодиоды, солнечные элементы, сенсоры газа и датчики излучения. Одними из главных преимуществ нанокристаллического оксида цинка является многообразие его морфологических форм (тонкие пленки, массивы вискеров, 1D наночастицы, тетраподы и т.д.) и возможность изменения электрических свойств в широком диапазоне, как за счет легирования, так и за счет изменения состояния его поверхности.
Целью данной работы была разработка способа формирования на подложках пористых оксидных слоев на основе ZnO с высокой удельной поверхностью и изучение чувствительности данных слоев к воздействию УФ-излучения.
Была отработана двухстадийная методика получения пористых слоев ZnO, заключающаяся в предварительном нанесении на подложку ультрарапористого композитного слоя Zn–ZnO:Ga методом магнетронного сораспыления металлической и керамической мишеней и последующего отжига композитного слоя на воздухе.
Разработанная методика была использована при создании датчика ультрафиолетового излучения резонансного типа на базе кварцевых микровесов QCM200, принцип работы которого заключается в регистрации изменения резонансной частоты пьезоэлектрической кварцевой пластины с нанесенным на нее пористым слоем ZnO:Ga под воздействием УФ-излучения из-за десорбции газов с ультраразвитой поверхности оксидного слоя. 
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Рис. 1. Данные XRD (а) и SEM (б, в) процесса окисления композитного слоя Zn–ZnO:Ga; Внешний вид пористого слоя до и после окисления (г); Пластина с нанесенным пористым слоем ZnO:Ga, заправленная в держатель образца кварцевых микровесов QCM200 (д).
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